BFS74 bis BFS79; 2N4856 bis 2N4861

N-Kanal-Silizium-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren

Symmetrischer Aufbau in Epitaxial-Planar-Technik

Fiir Anwendungen als schneller Schalter und Chopper

Kleines rascon): 25 Q max (2N4856, 2N4859)
Kleiner Ipzr: 0,25 nA max

Mechanische Daten
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Absolute Grenzwerte*

Drain-Gate-Spannung

Drain-Source-Spannung

Gate-Source-Spannung

Gate-Strom in DurchlaBrichtung

Dauerverlustleistung bei Ty =< 25 °C (Bem. 1)
Lagerungstemperaturbereich

Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehause fiir 10 s

Bemerkung:
1. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 175 °C mit 2,4 mW/°C.

* JEDEC registriert.

MaBe in mm

2N4856 2N4859
2N4857 2N4860

2N4858 2N4861
40V 0V .
+40V 430V
—40V 30V

<~ B0OmA —
«~ 3BOMW —
—65 °C bis +200°C
<~ 300°C -
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BFS74 bis BFS79; 2N4856 bis 2N4861

Elektrische Kennwerte* bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Priif- 2N4856 2N4857 2N4858 2N4859 2N4860 2N4861 Ein-
bedingungen min max min max min max min max min max min max heit
Umryass Gate-Source- —lg =1pA, —40 —40 —40 =30 —30 —30 Y
Sperrspannung Ups = 0
lgss Gate- —Ugs =20V, —0,25 —0,25 —0,25 nA
Reststrom Ups =0
—Ugs =20V, —0,5 —0,5 —0,5 pA
Ups = 0,
Ty =150°C
—Ugs =15V, —0,25 —0,25 —0,25 nA
Ups=0
—Ugs =15V, —0,56 —0,5 —0,5 uA
Ups = 0,
Tu=150°C
ID(otn Drain- Ups=15V, 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 nA
Reststrom —Ugs =10V
Ups =15V, 0,5 0,5 0,5 . 05 0,5 05 nA
—Ugs =10V,
Tu = 150°C
Ugs(otn Pinch-Off- Ups=1V, —4 —10 —2 —6 —08—4 —4 —10 —2 —5 —08—4 V
Spannung Ip = 0,5 nA
Ipss Drainstrom Ups =15V, 50 20 100 8 8 50 20 100 8 80 mA
Ugs =0
(Bem. 2)
Ups(on) Drain-Source- Ip = 20 mA, 0,75 0,75 \
Spannung Ugs =0
Ip = 10 mA, ' 0,50 0,50 v
Ugs =0
Ip =5 mA, 0,50 050 V
Ugs =0
rdsn)  Dynamischer Ugs =0, 25 40 60 25 40 60 Q
Drain-Source- Ips =0,
DurchlaB-
widerstand f=1kHz
Cus KurzschluB- —Ugs =10V, 18 18 18 18 18 18 pF
Eingangs- Ups =0,
kapazitat f=1MHz
—Ci2s KurzschluB- —Ugs =10V, 8 8 8 8 8 8 pF
Rickwirkungs- Ups = 0,
Kapazitat f=1MHz
Bemerkung:

2. ImpulsméBig gemessen: tp < 300 us; d < 2%.
* JEDEC registriert, ‘
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BFS74 bis BFS79; 2N4856 bis 2N4861

Schaltzeiten* bei Ty = 25 °C

~

Parameter Prifbedingungen 2N4856 2N4857 2N4858 Ein-
2N4859 2N4860 2N4861 heit
max max max
tacon) Einschalt- Upp =10V, 20 mA (2N4856, 2N4859) 6 6 10 ns
Verzégerungszeit  Ipcon)** = {10 mA (2N4857, 2N4860)
5 mA (2N4858, 2N4861)
tr Anstiegszeit Ugs(on) = 0, —10 V (2N4856, 2N4859) 3 4 10 ns
Ugs(otn = J]—6V (2N4857, 2N4860)
torr Ausschaltzeit (s. Bild 1) —4 V (2N4858, 2N4861) 25 50 100 ns

** Dies sind Nennwerte; die exakten Werte schwanken mit den Transistor-Parametern.

Parameter-MeBbedingungen

+0V

454 Q (2N4856, 2N4859)
953 Q (2N4857, 2N4860) { Ry
1910 Q (2N4858, 2N4861)

Eingang

Testschaltung
Bild 1

Bemerkungen: -

Ausgang

t<1ns t<1ns

0 e

-10 V (2N4856, 2N4859)
-6V (2N4857,2N4860)
=4V (2N4858,2N4861)) gt 1. o

f— tote
Sdon) ~o o~ o fod— tatott)
t —t

s~200 ns

1599a

Eingang

10m Ausgang
90% 90%

Spannungsimpulsform

a) Die Eingangsimpulsform wird von einem Generator mit folgenden Kennwerten geliefert: Zays = 50 Q,

Tastverhéltnis &~ 2%.

b) Die Ausgangsspannung wird an einem Oszillographen mit folgenden Kennwerten sichtbar gemacht:
tr< 0,75 ns, Rein=> 1 MQ, Cein < 2,5 pF.
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BFS74 bis BFS79; 2N4856 bis 2N4861

Typische Kennlinien

KurzschluBeingangskapazitat in Abhangigkeit
der Gate-Source-Spannung

50 >

f=1MH 2
F1y =25°C .
40 _Bem. 3
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0,00 0,04 0,1 0,4 -1 -4 -0
Ugs — v
Bild 2
2N4856, 2N4859
Dynamischer Innenwiderstand in
Abhéngigkeit der Umgebungstemperatur
40 T
Ugs =0 S
o
Flp =0 =
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Bild 4
Bemerkungen:

- ns

KurzschluBriickwirkungskapazitat in
Abhéngigkeit der Gate-Source-Spannung
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40 Bem. 3
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B Sy
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Bild 3
2N4856, 2N4859
Schaltzeiten in Abhéngigkeit
des Lastwiderstandez
1000 FGS =0 v g
400 Fygsin =0 Y
Usslotf) ==10V tott }A4
100 Er, =25°C
40 | Bitd1 te il
Bem. 4 td(off) ] 1
9% e
10 .
. H T a
td(on). |
1 o
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0,1
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Bild 5

3. Diese Parameter sind in Zeiten von kleiner als 5 Sekunden gemessen worden, um eine Uberlastung

zu verhindern.

4. Die Testschaltung nach Bild-1 wird angewandt unter Anderung von Ry, von 100 @—10 kQ, tp = 1 s,

Tastverhéltnis < 2%.
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BFS74 bis BFS79; 2N4856 bis 2N4861

Typische Kennlinien

Ausgangsspannung** in Abhéngigkeit Ausgangsspannung** in Abhingigkeit
der Anstiegs- und Abfdlizeit der Frequenz
1,2 - 1,2
! Ny 2 | vosry=-10V é
R, =20 kQ b =t =lps
1,0 L 1,0 -
T Ty =25°C L/

Bild8
0,8 08 /|

0,6 > 0,6 Re =20k /
> ~ Ry, = 10kQ I / Rl=l°ky
I o 5 04 4 -
iy Ugs(or) = =10V ° / =
2 f=1kHz

0,2 1, - 25°C 0,2 7=

Bild 8 1
s 2 4 6 8 10 % 200 400 600 800 1000
tr und t§ —ps f — Hz
Bild 6 Bild 7

! 1605 | I.__- - — 108

siehe [} I '
10% 10%
Bem.5
$0% 920%
0V o e
MeBschaltung Eingangssp gsimpulsform

Bild 8 — MeBergebnisse in Bild 6 u. 7

Bemerkung:

5. Voltmeter mit Rein = 10 MQ.

** In der Schaltung nach Bild 8 ist die Ausgangsgleichspannung ein Ergebnis der Rickwirkungskapazitat.
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BFS89

NPN-Epitaxial-Planar-Silizium-Transistor

Fir Verstérker- und Schaltanwendungen
Hohe Kollektor-Emitter-Spannung < 300 V

Mechanische Daten: Kollektor mit Gehiduse leitend verbunden

TO-39
Kollektor le—6,6- 12,7 .gu
K :
% Y i IS | R
[=2) -}
| ‘ | —]
2,54 min tiﬂ-—
0,23
Emitter - b
MaBe in mm
Absolute Grenzwerte (Ty = 25°C oder wie angegeben)
Kollektor-Basis-Spannung ' 300 V
Kollektor-Emitter-Spannung 300 V
Emitter-Basis-Spannung 5V
Kollektor-Dauerstrom 150 mA’
Kollektor-Spitzenstrom 500 mA
Gesamtdauerverlustleistung bei Te < 25°C 5W
Sperrschichttemperatur 175°C

TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BFS89

Elektrische Kennwerte (Ty = 25°C oder wie-angegeben)

Parameter Prifbedinguagen min typ max Einh.
UsRr)cBO I = 100 uA, =0 300 v
URr)cEO Ic = 10 mA, IB=0 300 \
UBR)EBO Ig =10 A 5 \'
lcBo UeB=250V, Ig=0 50 nA
UcCE(sat) Ic = 30 mA, Ip=6mA 1 Vv
hrE Ucg =10V, lc = 50 mA 25

—Cize Ucs =30V, Ig =0, f = 500 kHz 3,5 pF
Caze Uce =30V, Ig=0 55 pF
fr Uce =10V, lc =30 mA 90 MHz
RtnJ-c Sperrschicht-Gehause 30 °c/w

TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BFS90

PNP-Epitaxial-Planar-Silizium-Transistor

Fiir Verstérker- und Schaltanwendungen
Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Mechanische Daten: Kollektor mit Gehause leitend verbunden

TO-39

le—6,6—}t——12,7 min—m=d
E
St

)

—_,—

0,23
—]

-  MaBein mm
Absolute Grenzwerte (Ty = 25°C oder wie angegeben)
Kollektor-Basis-Spannung —140 V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) —140 V
Emitter-Basis-Spannung ' -6V
Kollektor-Dauerstrom —100 mA
Gesamtdauerverlustleistung bei Ty = 25°C (Bem. 2) 800 mW
Gesamtdauerverlustleistung bei Tg =< 25°C 5W .
Lagerungstemperaturbereich —65°C bis +200°C

Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis.
2. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 175°C mit 5,3 mW/°C.
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BFS90

Elektrische Kennwerte (Ty = 25°C oder wie angegeben)

Parameter Prﬁfbedingunaen min max Einh.
U@®sRr)cBo Ic = —10 uA, Ie=0 —140 "
U@BR)CEO Ic=—10mA, Ig=0 (Bem. 3) —140 v

U(BR)EBO lg=—10kA, Ic=0 —6 "
lcBo Ucp =—100V, Ig=0 —50 nA
IEBO Ugp=—4V, Ilc=0 —50 nA
hrg Ucg=—10V, Ic=—1mA 25

Ucg =—10V, Ic=—10mA (Bem.3) 30

Ucg = —10V, Ic=—100 mA (Bem. 3) 20
Gruppe A Ucg = —10V, Ic=—10mA (Bem.3) 30 110
Gruppe B Ucg =—10V, Igc=—10mA (Bem.3) 90
UBE IB = —1 mA, lc=—10 mA (Bem.3) —0,9 \
UcE(sat) IB = —1 mA, lc =—10 mA (Bem.3) —0,5 \
Bemerkung:

3. Impulsm&Big gemessen: tp = 300 us; d < 2%.
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BFS91

PNP-Epitaxial-Planar-Silizium-Transistor

Fir Verstérker- und Sehaltanwendungen
hre garantiert von 100 p bis 100 mA
Hohe Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Mechaniéche Daten: Kollektor mit Geh&use leitend verbunden

TO-39

[—6,6—f=——12,7 min ——ef
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Absolute Grenzwerte (Ty = 25 °C oder wie angegeben)

Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1)
Emitter-Basis-Spannung

Kollektor-Dauerstrom

Gesamtdauerverlustleistung bei Ty < 25°C (Bem. 2)
Gesamtdauerverlustleistung bei Tg < 25°C
Lagerungstemperaturbereich

Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis.

2. Lineare Reduzierung bis auf T = 175°C mit 5,3 mW/°C.

MaBe in mm

—80V

—80V

—6V

—100 mA

800 mW

5W

—65 °C bis +200°C
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BFS91

Elektrische Kennwerte (Ty = 25°C oder wie angegeben)

Parameter Priifbedingungen min max Einh.
U®sRr)cBo lc=—10pA, Ig=0 —80 \
UBR)CEO Ilc=—10mA, Ig=0 (Bem. 3) —80 \"
U®sRr)EBO lIg =—10rA, Ic=0 —6 Y
leBo Uep=—-70V, Ig=0 —50 nA
lEBO Ugp=—4V, Ic=0 —50 nA
hrg Ucg = —10V, Ilg= —100 A 30

Ucg = —10V, Ig=—1mA 40

Ucg =—10V, Ilg=—10mA (Bem.3) 40

Ucg = —10V, Il¢=—100 mA (Bem. 3) 30
Gruppe A Ucg =—10V, Igc=—10mA (Bem,3) 40
Gruppe B Ucg =—10V, Ilg=—10mA (Bem.3) 100
UBe IB = —1 mA, Ilc = —10 mA —0,9 v
UcEcsat) Ip=—1mA, Igc=—10mA —05 V

Al

Bemerkung:

3. ImpulsmaBig gemessen: tp = 300 ps; d < 2%.
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